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Цель работы: изучить технологию изготовления многоостровкового од-

ноэлектронного транзистора.  

В работе проведен литературный обзор в области технологий одноэлек-

троники (изучены виды транзисторных одноэлектронных структур, их ха-

рактеристики, методы получения, используемые установки, способы приме-

нения). Особое внимание уделено планарной технологии изготовления мно-

гоостровковых одноэлектронных транзисторов. 

Основными составляющими одноэлектронных транзисторных структур 

являются остров или несколько островов, разделенных туннельными пере-

ходами с электродами стока и истока, а также управляющие электроды за-

твора, влияющие на остров через емкостную связь. Для формирования од-

ноэлектронных транзисторов применяются два общих подхода: использо-

вание иглы СТМ и планарная реализация, совместимая со стандартной тех-

нологией изготовления микросхем. 

При создании одноэлектронных структур для практических применений 

возникают существенные экономические и технологические ограничения. 

В работе [1] представлен многоостровковый одноэлектронный транзистор 

(рис.), работающий при комнатной температуре, который может подойти 

для практического использования. 

Рис. Конструкция многоостровкового одноэлектронного транзистора [1] 
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